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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月18日(2013.2.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶半導体基板に加速されたイオンを照射することで、前記単結晶半導体基板に脆化
層を形成し、
　前記単結晶半導体基板と支持基板とを、バッファ層を介して貼りあわせ、
　熱処理を行うことにより、前記脆化層を境として前記単結晶半導体基板の一部を分離さ
せ、
　前記支持基板上に、前記バッファ層を介して前記単結晶半導体を選択的且つ部分的に形
成し、
　前記単結晶半導体上に非単結晶半導体層を形成し、
　レーザビームを照射することにより、前記単結晶半導体を種結晶として前記非単結晶半
導体層を結晶化させることを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項２】
　支持基板上に、バッファ層を介して非単結晶半導体層を形成し、
　単結晶半導体基板に加速されたイオンを照射することで、前記単結晶半導体基板に脆化
層を形成し、
　前記単結晶半導体基板と前記支持基板とを、前記非単結晶半導体層を介して貼りあわせ
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、
　熱処理を行うことにより、前記脆化層を境として前記単結晶半導体基板の一部を分離さ
せ、
　前記支持基板上に、前記バッファ層及び前記非単結晶半導体層を介して単結晶半導体を
選択的且つ部分的に形成し、
　レーザビームを照射することにより、前記単結晶半導体を種結晶として前記非単結晶半
導体層を結晶化させることを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
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